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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成23年9月29日(2011.9.29)

【公表番号】特表2010-500607(P2010-500607A)
【公表日】平成22年1月7日(2010.1.7)
【年通号数】公開・登録公報2010-001
【出願番号】特願2009-523369(P2009-523369)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｆ   7/11     (2006.01)
   Ｃ０８Ｇ  63/12     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/027    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｆ   7/11    ５０３　
   Ｃ０８Ｇ  63/12    　　　　
   Ｈ０１Ｌ  21/30    ５７４　

【誤訳訂正書】
【提出日】平成22年8月6日(2010.8.6)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６７】
　合成例３
　１５ｇのグリシドール（０．２モル）及び２７．５ｇのフェニル酢酸（０．２モル）を
、１０００ｍｌ容積のフラスコ中で２００ｇのＰＧＭＥＡに加えた。この混合物を、１．
３ｇのベンジルトリブチルアンモニウムクロライドの存在下に１００℃に加熱し、そして
１００℃で２４時間維持した。４０ｇ（０．２モル）のブタンテトラカルボン酸二無水物
及び２．７ｇのベンジルトリブチルアンモニウムクロライドを上記の溶液中に導入し、そ
して均一な溶液が得られるまで温度を１１０℃に上昇した。この反応を１００℃で５時間
維持し、そして室温まで冷却した。１４０ｇのプロピレンオキシドを上記混合物中に加え
、そして反応を５０℃で二日間続けた。冷却後、生成物を水中で析出させ、そして空気乾
燥した。ポリマーをアセトン中に再溶解し、そして水中で再析出させた。得られた材料を
乾燥しそして集めたところ、４６，９００の重量平均分子量を有するポリマー生成物が約
７８ｇ（７４％）得られた。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７７】
　該反射防止膜調合物の性能を、ＡＺ(R)ＡＸ１１２０Ｐフォトレジスト（ＡＺ Ｅｌｅｃ
ｔｒｏｎｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ ＵＳＡ Ｃｏｒｐ．，Ｂｒａｎｃｈｂｕｒｇ，ＮＪの
製品）を用いて評価した。この例の反射防止膜調合物を用いて、ケイ素ウェハ上に約７８
ｎｍ厚のフィルムを塗布しそして２００℃で６０秒間ベーク処理した。次いで、２７０ｎ
ｍ厚のＡＺ(R)ＥＸＰ ＡＸ１１２０Ｐフォトレジスト溶液を塗布しそして１３０℃で６０
秒間ベーク処理した。次いで、このウェハを、６％ＨＴＰＳＭマスクを用いた０．５６／
０．８５シグマの２／３帯状照射の下に、０．７８ＮＡのＮｉｋｏｎ ＮＳＲ－Ｓ３０６
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Ｄを使用して像様露光した。この露光されたウェハを１３０℃で６０秒間ベーク処理し、
そしてテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの２．３８重量％水溶液を用いて６０秒間
現像した。３０ｍＪ／ｃｍ2の露光線量で、９０ｎｍ １：１ピッチのライン・アンド・ス
ペースパターンが走査型電子顕微鏡下に観察され、そして定在波は示さなかった。これは
、該底面反射防止膜の有効性を示している。上記の線量における上記パターンでの焦点深
度は０．３５μｍよりも大きかった。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７９
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７９】
　この反射防止膜調合物の性能を、ＡＺ(R)ＥＸＰ ＡＸ１１２０Ｐフォトレジスト（ＡＺ
 Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ，ＮＪから入手可能
）を用いて評価した。上記溶液からの反射防止膜を、ケイ素ウェハ上のＡＺ(R)ＡｒＦ－
１Ｃ５Ｄ ＢＡＲＣ（ＡＺ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｓｏｍｅｒｖｉ
ｌｌｅ ，ＮＪから入手可能）の薄い層の上に塗布し、そして２００℃で９０秒間ベーク
処理した。この反射防止膜フィルムは、１．７７の（ｎ）値及び０．１６の（ｋ）値を有
することがわかった。ＡＺ(R)ＥＸＰ ＡＸ１１２０Ｐフォトレジストを用いて、２７０ｎ
ｍ厚のフィルムを塗布し、そして１３０℃で６０秒間ベーク処理した。次いで、このウェ
ハを、１９３ｎｍ露光ツールを用いて像様露光した。露光されたウェハを１３０℃で６０
秒間ベーク処理し、そしてテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの２．３８重量％水溶
液を用いて６０秒間現像した。走査型電子顕微鏡下に観察したライン・アンド・スペース
パターンは定在波を示さなかった。これは、該底面反射防止膜の有効性を示している。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００８１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００８１】
　この反射防止膜調合物の性能を、ＡＺ(R) ＥＸＰ ＡＸ１１２０Ｐフォトレジスト（Ａ
Ｚ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ，ＮＪから入手可
能）を用いて評価した。上記の溶液からの反射防止膜フィルムを、ケイ素ウェハ上に塗布
されたＡＺ(R)ＡｒＦ－１Ｃ５Ｄ ＢＡＲＣ（ＡＺ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ Ｍａｔｅｒｉａ
ｌｓ，Ｓｏｍｅｒｖｉｌｌｅ，ＮＪから入手可能）の薄い層の上に塗布し、そして２００
℃で９０秒間ベーク処理した。この反射防止膜フィルムは、１．７５の（ｎ）値及び０．
２０の（ｋ）値を有することが分かった。ＡＺ(R)ＥＸＰ ＡＸ１１２０Ｐフォトレジスト
を用いて、２７０ｎｍのフィルムを塗布しそして１３０℃で６０秒間ベーク処理した。次
いで、このウェハを１９３ｎｍ露光ツールを用いて像様露光した。この露光されたウェハ
を１３０℃で６０秒間ベーク処理し、そしてテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの２
．３８重量％水溶液を用いて６０秒間現像した。走査型電子顕微鏡下に観察したライン・
アンド・スペースパターンは定在波を示さなかった。これは、該底面反射防止膜の有効性
を示している。
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